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Abstruct 
 Recently, a role of the electronic circuit simulation in the electronic circuitry design becomes more important. In the 
design employing circuit simulation, the change of the circuit parameters is easy because it is not fear to destroy 
circuit elements by a mistake like a design employing the measurement of the manufactured circuit. In addition, 
there is a merit to be able to demand the most suitable circuit parameter values comparatively in a short time.  
PSpice is a popular electronic circuit simulator possessed economy and a high versatility, but the GaAsMESFET 
device model which is one of the high-speed transistors is not available in this simulator. The developed device model 
for PSpice is based on the equivalent GaAsMESFET circuit model of TSpice for mainframes, more, which is raised 
characteristic curve-fitting between the simulated curves and the measured ones, is reported in this study. 
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2 ．GaAsMESFET 等価回路とフィッテイング 










































＝ 0： ( VGS－VTH < 0 ) 
＝ BETA ( VGS－VTH )
 2 ( 1－LAMBDA・VDS )：   
(0 < VGS－VTH < VDS ) 
＝ BETA・VDS {2( VGS－VTH ) } ( 1－LAMBDA・ 
VDS )： ( 0 < VDS < VGS－VTH ) 
                     ・・・(2.1) 
なお、VTH ＝ VTO－GAMMA・VDS           ・・・(2.2) 
(2.1)式、(2.2)式内のパラメータ名を表 1に示す。 
 
























































































































 図 6. 2SK406 の Id－VDS 特性へのフィッテイング 
 
 





VTO -0.65 1.85・VGS－0.76 
GAMMA 0.02 0.5・VGS
2+0.035 


























































































































































                      ・・・(2.3) 
 
                     ・・・(2.4) 
 





表 4 2SK406 の AC カーブフィッテイングのパラメータ 
 LG  ゲート長  0.3×10-6
 W  ゲート幅  280×10-6
ｑ  電子の電荷  1.6×10-19 
ε  誘電率  12.6×8.854×10-14
VBI  ビルトイン電圧 0.8 
RP  平均射影飛程  1.3×10-9





























回路の L を 0.45nH、C を 0.35pF とした場合の周波数応答





















2.3 PSpice 上で使用可能なデバイスモデルの作成 
カーブフィッティングした 2SK406 等価回路モデルを
PSpice 上で使用可能なデバイスモデルとするため、回路図
設計ツールである OrCAD Capture のモデル編集機能のひと
つであるアナログビヘービアモデル（ABM）パーツを用い
た。ABM パーツは、パーツ内に関数式を記述し、その計算
結果を出力することができる。引数に Vgs や Vds などの外
部電圧を用い、 (2.1) 式の Id に関する関数式をパーツ内
に記述することにより、GaAsMESFET 等価回路中の電圧制御
電流源を表現することができる。また、ABM パーツを用い
て、引数として用いる Vgs や Vds の値を回路内から取得す
ることができる。Cgs や Cgd などの電圧に依存するリアク
タンスを表現するためには、OrCAD Capture のモデル編集
機能として提供されておりリアクタンスの値を任意に変化
させることのできる YX パーツを用いるが、YX パーツその
ものには関数式を記述する機能がないので、関数式を記述
できる ABM パーツと組み合わせ、ABM パーツに(2.3)式、
(2.4)式を記述することにより Cgs、Cgdを表現した。 
図 11 に PSpice 上で使用可能な 2SK406 デバイスモデル




































































































ここで G：利得[dB 表示]、B：3dB 低下帯域、W: 消費電
力であり、API は単位消費電力当りの周波数応答特性、言
い換えると効率を表す。利得 G を dB 表示としているため、
API には以下の特徴がある。 
1）利得/損失の基準値が真値表示の 1 に対して、dB 表示で






続接続増幅回路と単位増幅回路の API は一致する。 
3）W→0 の場合、G を真値表示とすると、API→∞となって
しまうが、G を dB 表示とし、API を増幅回路の利得がある
正の領域に限定することで W→0 の時の API の発散を防止
することができる。 
























































































































次にゲート長 2μm の MOSFET である 2SK318 を適用した
ソース接地増幅回路の API 最大値[3]との比較を表 5 に示
す。最も大きな違いは帯域であり、2SK406 を用いた増幅回
路が 2SK318 を用いた増幅回路より約 2500 倍大きい。消費
電力の観点からは、2SK406 を用いた増幅回路は 2SK318 を
用いた増幅回路より 21 倍大きいものの、効率を示す API
で評価すると 2SK406 を用いた増幅回路のほうが 124 倍大
きくなることがわかった。 
 
表 5. MOSFET（2SK318）及び GaAsMESFET（2SK406）を用
いたソース接地増幅回路の API 最大値の比較 
  2SK318 増幅回路 2SK406 増幅回路
G [dB] 2.88 2.47 
B [MHz] 5.43 1.42×104
W [mW] 0.48 10 



























GaAsMESFET である 2SK406 とコンベンショナルな MOSFET で
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